
Home Work Bode plot 
1. วงวาดกราฟโบเดตามสมการต�อไปน้ี 
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7.xx ให*วาดกราฟผลการตอบสนองความถ่ีของสมการฟ/งก0ชันถ�ายโอน และหาค�าความถ่ีคัทออฟ 
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แบบฝ�กหัดที่ 7.12 รูปท่ี 7.55 แสดงวงจรขยาย กําหนดให*มอสเฟต n-channel มีค�า Kn = 0.8 mA/V2, VTN = 2 
V, λ = 0, Cgd = 20 fF และ Cgs = 100 fF (ก) จงหาอัตราขยายท่ีย�านความถ่ีกลาง (ข) จงหาค�าความความจุมิล
เลอร0 (ค) ความถ่ีคัทออฟ (ตอบ (ก) Av = -6.69 (ข) CM = 167.6 fF และ (ค) f-3dB = 1.32 GHz) 

 
รูปที่ 7.55 วงจรในแบบฝMกหัดที่ 7.12 

 
แบบฝ�กหัดที่ 7.10 กําหนดให*มอสเฟต n-channel มีค�าแบนวิดธ0ท่ีอัตราขยายเท�ากับหน่ึงของมอสเฟต fT = 1.2 
GHz ค�า Cgsp = Cgdp = 3 fF และสมมุติให* Kn = 1.5 mA/V2 และ VTN = 0.4 V ถ*ากระแส IDQ = 100 µA จงหา
ค�าความจุของตัวเก็บประจุ Cgs สมมุติให* Cgd = 0 จงที่น*อยสุดท่ีทําให* (ตอบ Cgs = 66.6 fF) 



แบบฝ�กหัดที่ 7.11 กําหนดให*มอสเฟต n-channel มีค�า gm = 1.2 mA/V ค�าความจุตัวเก็บประจุ Cgs = 60 fF, 
Cgd = 0 และ Cgsp = Cgdp จงหาค�าความจุของตัวเก็บประจุ Cgsp = Cgdp ที่น*อยสุดท่ีทําให*ค�าแบนวิดธ0ที่อัตราขยาย
เท�ากับหน่ึงของมอสเฟต fT = 2.5 GHz (ตอบ Cgsp = Cgdp = 8.2 fF) 
 

 
 


